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B cContexte: la Photonique Silicium

- Interconnexions optiques sur puces

- Intégration monolithique d’une microsource
optique sur Si par la « technologie nanofils »

- Couplage de la microsource a base de NFsavec | /™ /| /..
un guide d’'onde Si sur SOI

==p Vers des « nanofils photoniques »

Microsource optique a base de NFs formant aussi une cavité résonante de type

PhC dont le mode optique va se coupler avec celui d’'un guide d’onde Si sur SOI
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Strain and Growth modeling Structural and optical properties of NWs
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Site-controlled catalyst
on SOl waveguide
Au-free catalyst

Holes in Si02/Si(111)
D=50 nm, p=200 nm

Resonator and coupling modeling: 3D FDTD
Useful E.M. Field is mainly located in the foot of the NW
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